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１．概要（Summary） 

電子デバイスの分野で特に、薄膜デバイスにおいて、

400℃以下の成膜温度で形成された絶縁膜が広く使われ

ている。主に配線間の層間絶縁膜や表面の保護膜として

使用されることが多い。さらに高品質な絶縁膜は

TFT(Thin Film Transistor)のゲート絶縁膜としても使

用されていることが多い。本研究では、様々なプラズマ

CVD装置を用いて絶縁膜を形成し、その評価を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

住友精密 PECVD装置 

【実験方法】 

n型(Cz)Si ウェハ上に、プラズマ CVD装置を用いて、

絶 縁 膜 を 形 成 し た 。 使 用 し た プ ロ セ ス ガ ス は

Ar/O2/SiH4=110/28/0.2sccm, 圧力 106Pa、成膜装置

のステージ温度は 300℃に設定した。成膜時間は 16 分

で 95.6nm の SiO2 を形成した。その後蒸着法を用いて

Al を成膜し、リソグラフィとウェットエッチングを行い、ゲー

ト電極を形成した。また、ウェハの裏面にはAl電極を形成

した。その後、CV特性と JV特性を測定した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

図 1にCV特性を示す。電極面積は 7.0x10-4cm-2で、

ヒステリシス幅は 0.2V である。プラズマ CVD で形成され

た絶縁膜であるが、小さいヒステリシスを実現することがで

きた。また、図 2 に IV 特性を示す。測定した電極面積は

7.9x10-3cm-2であり。測定数は 3 点である。非常に低いリ

ーク電流を実現できていることが分かった。これらの特性

から、良好な絶縁膜が Si 上に形成できていることが分か

った。 

今後、本実験で開発された絶縁膜は、薄膜デバイス等

に応用することが可能である。 
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Fig.1 CV Curve 
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Fig.2 IV Curve 

 

４．その他・特記事項（Others） 

なし 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

(1) なし 

 

６．関連特許（Patent） 

(1) なし 

 


